2/86

Hersteller: VEB Mékm@%@ktmmk Karl Marx” Erfurt

V 4050 D 6 nichtinvertierende Treiber-/Pegel=-

unsetzerstufen

V 4093 D 4 WAND=Gatter mit je 2 Eingdngen mit
Schmitt-Trigger-Verhalten

V 40098 D 6 invertierende Treiber mit Trisstate-
Ausglngen

V 40511 D BCD /7Segment-Dekoder

CMOS—Schaltkreise sind eine eigenst#ndige SSI/MSI-Scheltkrelisgruppe, die im Vergleich zu
TTL ~Schalthreisen u.a., folgende Vorteile aufweist:

- niledrige Verlustleistung bis .ca, 10 MHz (ermdglicht Einsetz in batterie-
gespeisten Schaltungen) :
= grofer Betriébsspannungsbereich (UDD = 3 coe 15 V), geringe Stebilisierung
. der Betriebsspannung erforderlich
~ hohe statische Storsicherhelt ) N
= Low-power-Schottky~TTl=kompatibel

Diese Eigenscheften erschlieBen CNOS~-Scheltkreisen  eine Reihe neuer Anwendungsmoglich-
keiten in Erginzung zu den TIL-Scheltkreisfamilien.

Die im VEB Mikroslekironik "Karl Marxz" Erfurt - Stammbetrieb produ21ertﬂn CHOS~S5chalt~
kreise sind in gepufferter Schaltungstechnik susgefithrt und entsprechén in ihren
Paremetern der internetionalen B=Serie.
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Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen V 4050 D
Bauform 2

Der OMOS=Schaltkreis v 4050 D \ent’hélt/6 nichtinvertisrende Treiber=/Pegelumsetzerstufan.
Er ist in gepuffer%er:Schaltungstechnik (international: B-Serie) susgefihrt. Er entspricht
in den statischen elektrischen Kennwerten dem JEDECmStandardb(BmSerienmSpeZifikatipn)@

Die Eingénge sind mit integrierten Dioden~Widerstandskombinationen‘bezﬁglich dém~BezugSw
potential USS als Gateschutz versehen.

Fur den Einsatz als Pegelumsetzer darf das Eingsngssignal "H" die Betriebsspannung UDD

iberschreiten Uy -o& viz U, £ (e *78Y))
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Bild 2: AnschluBbelegung und Schaltungskuﬁzzeichen V 4093 .D

Bauform 1
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Der CMOS-Schaltkreis V é093 D igt in gepufferter Schaltungstechnik (inteérnationals
B-Serie) ausgefihrt und entspricht in den statischen elekirischen Kennwerten der JEDEC-
Stenderd-B-Serien=-Spezifikation. , ‘ e
Der V 4093 D enth#lt vier NAND-Catter mit Je 2 Eingéngen bedl positiver Logiks‘Alle Ein=
ginge weisen Schmitt-Trigger-Verhalten asuf. Sie sind mit integrierten Dicden<Widerstands-
kombinetionen als Gateschutz versehen. :

Wehrheitetebelle
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Bild 3: AnschluBbelegung unﬁ'Schaltungskurézeichen V 40088 D
Bauform 2 ’

Der CMOS-Schaltkreis V 40098 D enthélt 6 invertierende Treiberstufen mit fri-state-Ause
géngen. Er ist in gepufferter. Schaltungstechnik (international: B=Serie) ausgefiihrt. Er
entspricht in den statischen elektrischen Parametern der JEDEC-Stendard=B-Serien=3pezi=
fiketion. Alle Einginge sind mit integrierten Dicden=Widerstandskombinationen als Gate-
schutz verseheén. o o :

Die Ausglnge konnen Uber Freigabeelingénge in den hochohmigen Zustand gesteuert werden,
wobei der Freigabeeingeng CE 4 die Ausgénge BT .e. 04 und der PFreigabeeingang: CE 2
die Ausglinge O 5 und T 6 steuert. : :

Wehrheitstabelle
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V 40511 D . BCD /7Segment=Dekoder
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Bild 4: Anschlussbelegung und Schaltungskurzzeichen‘v 40511 D
Bauform 2

Der Scheltkreis dient zur direkten Ansteuerung von IED=Anzelgen und enderen Displays.

Er enth#lt einen BCD /7Segmeéni=Dekoder mit Eingengszwischenspeicher wnd bipolaren Ausgangs-
freibern. Zus#tzliche Einglnge ermbglichen die Uberpriifung der Anzeige (IF), die Dunkel-
tastung (BT) und die Aktivierung des Fingengezwischenspeichers (LE). Die Dekodierung erfolgt
im Hexmdezimmlbereich, das bedeutet, daB der V 40511 D im Gegensatz zum internationslen

Typ 4511 auBer den Ziffern O ... 9 auch die Buchstsben 4, b, C, 4, E und F anzeigt.

Der CMOS~Schaltkreis V 40511 D ist in gepufferter Schaltungstechnik ausgelihrt (internetio-
nal: BeSerie), Er entspricht in den statischen elektrischen Kennwerten der JEDEC-Stenderd-
B-Serien-Spezifikation. Die Eingénge sind mit integrierten Dioden-WiderstandskKombingiionen
als Gateschutz versehen.

Wahrheitstabelle
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1) ergibt sich aus positiverer und negativerer Triggerschwellspannung UIP; U

) CHIUD =D CLldl bR L e LSEe
Grenzwerte

Kennwert Rurzzelchen mine meX. Einhelt
Betriebsspannung Upp Ugg ~0s5 7 Ugg +18 v
Eingengsspannung UI USS =Q,5 Upp + 0:5 v
Ausgengespannung Uy . Ugg =05 Upp + 055 v
Gesamtverlustleistung 1) Peog 300 mW
Gesemtverlustleistung 2) Piot 150 mW
Verlugstieistung Je PV 100 mW
Ausgengstrensistor ‘

Leatkapezitit CL 5 nk
Eetriebstemperaturberéich Jé =40 &85 °¢
Iagerungstemperatur Jstg =55 125 °¢

1) =40 °C - 0; - 70 %
2) U, =85 °¢

gtetische Kemnwerte

(Ugg = 0 Vi - W,

o
= <40 ... 85 “C, falls nicht anders angegeben U1 = USS bawe UDD)

B
Kennwert - Kurzzeichen MeBbedingungen mine MaxX. Einheit
Betriebsspannung UDD 3 15 v
Eingengsspann UI ¢ UDD v
(auBer V 4050 D
Eingengsspannung UI Q 15 v
(V 4050 D% ’
Eingengsspannung. H Uy “Upp =5V 3,5 R
(auBler V 4093 D b T <1 A :
Fo| <1

UOL = 095 v . B

(V 40098 D, V 40511 D)

UOH = 4,5V

(V 4050 D)

Uog = 3:5 V

(Vv 40511 D)
Eingangsspannung H UIH UDD =5V 1) 5 . v
(V 4093 Dg

|IO; <~1 /u_a

Upp = 0.5V

Uog = 45 7
Eingangsspannung H UIH UDD = 10V 7 v
(auBer V 4093 D II 1 A

o <1y

Ugp = 1 V. ’

(VY 40098 D, V 40571 D)

Uog = 2V

(Vv 4050 D)

UOH = 8,5V

(V 40511 D)

IN
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nnwelt - Kurzzeichen | MeBbedingungen
— ‘ min% mex. Einhelt
ggpann H 10 %
(V095 Dy e U Ypp = 1O Y Y
v [IO[ < i /uA 10‘ !
UOL = 1V
" 7 Ugy =9V
ngengsspennung H ;
(guBer V 4093 D Vrn Uop * 12V !
llot < 1 /uﬁ !
U
OLi-= 1,5 ¥
(Vv 40098 D, V 40511 DJ
UOH = 13,5 V
| Bingengsspennung H U e b T )
(V 4093 D) T Ypp = 2V "
Lol <« 1 oA ; ” '
. Uor, = 155V
. . { Uog = 135V
Eingengsspannung L '
(auBer V 4093 D Y1 o =27 T
[IO{ <1 /uA " !
UOL = 0,5V
UOH = 4;5 v
(V 40098 D) P
| Ugg = 35V
{(V 40511 D)
EBingengsspann L _ »
[GRTEIE R T N I °
; [To] <1 pub o !
Uog, = 05 ¥
. , UOH = 495 v
ingangsspannung L
(auBer V 4093 D Ur Upp = 10V 3
[Tol < 1 pub k
Ug =+ V.
UOH = 9 V )
(V. 40098 D)
| Ugy = 8,5 V
_ v
Eingengsspannung L U '( ey
(V4093 D) I o =0T °
[Tof < 1 o4 ’ '
UOL =1V
, UOH = 9V
Eingengsspennung 1L H
(avBer V 2093 D s Upp = 1Y &
[IO[ < 1 uk !
UOL = 1,5V
Ugy = 13,5V
Bingengsspennung L Upo e 40511‘D)
ingangss IL Upp = 197 °
[fo] < 1 Juk Y '
UOL = 1,5V |
UOH = 13‘;5 v

IN.
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Kennwert Kurzzeichen | MeBbedingungen - cdmine oo max. . Einheit
Eingengsresistrom H Ity . 1 /uA
Eingangsreststrom L %”IIL! ' 1 S
Ausgengsspannung H Yoy Upp = 5 v o : 4595 \E
{auBer V 40511 D) i Uy = 107 9,95 v
. UDD = 15 Vv 14,95 B D ¥
huggengsspannung H RPN Upp = 5 ¥y =Ia, = T U4 4;2 v
(V 40517 D) o ”DD = 5 gz ,TOH mgo/m/;. 1 9 v
“op < i~tog T'YOM 27
Upp = 5 Vi -Igy =25 mA 2,9 v
Upp = 10 Vi =Igy = 1 ,ub 9,2 v
U= 10 Vg =1 =10 mh o - v
DD ¥ OH 9? 2)
UDD'a 10 Vg BIOH =25 mA|  B,0 v
Upp = 15 Vi =Igg = 1 mA| 14,2 v
UDD = 15 V3 ;’IOH =10.mA | 14,0 » Voo
UDD =15 V; ,”IOH =25 mh 13,2 ) v
husgangsspannung L UOL UDD = 5V ) 0,05 v ;
) N Upp = 10V ‘ 0,05 v
UDD = 15 V 0,05 v
Ausgengsstrom H E “IOHE Upp = 5 V; by =4é Vv 0,72 mA
) (V4050 D) Upp = 10 Vs Ugp = 45V 1,5 ms
Upp = 15 Vi lpy=938Y | 5 mA
Ausg&ngss’irem H § ~Toy E Upp = 5 V; Upry = 56 ¥ 0,4 mA
(V 4093 D) Upp = 10 V ; Upy = gsv 0,9 A
: Upp = 15 V; Uppy = 43,85 ¥ 2.4 mA
Ausgengsstrom H E “IOHg Upp = 5V, Your = Gev a.& wh
V 40098 D) X ; £ -
( Upp = 10 V5 Upey = 36 ¥ 2.5 A
UDD:: 15 V;U@# 2”{5}55{ 8»0 mA
‘1 Ausgengsstirom L I Uoy = 5 V31U = 0%V C, 4 mh
(V 4093 D, V 40511 D)  OF o viw. sosv | o .
DD Vi 2% ;
. UDD = 15 V‘;Uﬁ?!& gﬂ’fl'gy 254 mh
_Ausga.ngss‘grom L To, Upp = 5V Y, =08V 2,9 ° mA
(V 4050 D o I
Upp = 10 ViU 2 05 ¥ | 6,6 mh
; Upp = 15 V; Uy 248 Y 20- mA
Auvsgengsstrom L | Iog, Upp = 5 Vi Y = a4 ¥ 2,3 mA
(V 40058 D) - Upp = 10 V; Uy, =68V g i
, |Upp = 15 V; tp, =48V | 16 mA
statische Strom- IDD UDD = 5V 30 /U.A
aufnahme U =10V 60 A
(sufer V 40511:D) DD /
Upp = 15 V 120 oA
gtatische Strome IDD UDD = 5V 150 /uﬂ,
sufnahme _ - '
(V 40511 D) Upp = 10V 300 Juh
. UDD = 15V 600 /uA
Hysteresespaonung UIE s UDD = 5V 0,5 2 v
(V4093 D) - Upp = 10V 1 4 v
positivere Trigger- Urp Upp = 5V 2,2 3,6° v
schwellspannung = .
(V 2093 D) ‘ Upp = 10V 4,6 7,1 v
. Upp = 15V 6,8 10,8 ¥
negativere Trigger- Upy Upp = 5V 0,9 2,8 . v
schwellspannung - .
(V 4093 D) Upp = 107 2,5 5,2 v
UDD = 15 V 4,0 Ts4d v




Kennwert Kurzzeichen| Mebfbedingungen ) cmin. MeX. Eirnheit

Reststrom der - Ioy . ’ 12 Jub
tri-state-Ausgénge I“’IZL{ 12 S

im hochohmigen

Zustand

(V 40098 D) . -

Fingangskapazitét Cr : 7.5 pF

Dynamische Kénnwerte. - : .
- O I3 F=3 3 ° F=3 'S =3 ¥ e g o ) = —h
(J, =25 °C; Ugg = 0 Vs Cp = 50 pFy Up = Ugg baw. Upps Exolq JoAt tpy = typ = 20 ns)

L S5
Kennwért Kurzzeichen | MeBbedingungen min. . maX. Einheit
vV 4050 D
Anstilegszeit topy Upp = 5V 160 ne
Upp = 10V ' 80 ns
Upp = 15V 60 ns
| Abfellzeit ' topy, | Ypp = 9V : 60 ns
‘ | upp =10V ) 40 ns
Upp = 15V 30 ns
Verzdgerungszeit tor U = 5V 140 ns
I a0 'PLH | “pD )
Upp = 10V 80 ns
Upp = 15V 60 ns
VerzOgerungszeit t U = 5 V. 110 ns
T e O PHL DD
UDD = 10V 5% ns
Upp = 15V 30 ns
Y4092 D .
Anstiegszelitl; tmrars U = 5V 200 ng
Abfallzeit JTEET L DD
Ypgr | Ypp = 70 100 ris
UDD + 15V 80 nsg
Verzdgerungazeit ' tprgs | Upp = 9V 380 . ns
I «» O ’ i
tpur, | Upp = 10V 180 ns
Upp = 15 V / 130 " ns
Vv 40098 D
Anstiegszeit tTLH UDD = HV 70 ng
UDD = 10 V 40 ns
Upp = 13V 30 . ns
Abfellzelt Ty, Upp = 2V 60 ns
UDD = 10V 30 ° nsg
Upp = 15V 20 © "ns
Verzdgerungszelt tPLH UDD = 5V 130 ns
= 0o v. Upp = 10V 60 ns
Upp = 19V 50 ns
Verzdgerungszelt S pHL, Upp = 2V 160 ns
I == O . . _ .
UDD = 10 V 70‘ na
v Upp = 15V 50 4 ns
Deselektionszeit H tPHZ UDD = 57V 85 ns
Upp = 10V 65 ) ns
UDD = 15 V 60 ns
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Kennwert Kurzzeichen | Melbedingungen mine nex. Einhelt
Selektionszelt H - Fpgy Upp = 5V 140 na
UDD = 10 V 75 . ns
Upp = 15V 65 . ns
Deselektionszelit L ‘_bPLZ i _UDD = 5V i 135 ns
N Upp = 10 ' i 80 ns
. Upp = 15 v 70 ne
Selektionszeit L tPZL UDD = 5V 185 ns
UDD = 10V 85 nes
dDD = 15V T0 nsg
V 40511 D .
Anstiegszelt oy Upp = 5V o 100 ns
N - N . ' .
UDD = 10V 75 . ns
) UDD = 15 V 65 ng
Abfallzelt tTHL UDD = 5V ‘ 310 ns,
UDD = 10 V ‘ : . 185 ng
- UDD = 15 V 160 ns
\i’erzziergngszeit tPHL; UDD = -5V ‘ 1040 ns
- 1 . N
"IE == O tppgur | Upp = 10V 420 - ons
UDD = 15 V-~ ; 300 ns
\iferziierungszeit tPLH; UDD = 5 V ‘ . 1320 ne
IE ~» O tprpa | Ypp = 1OV - 520 ns
Upp = 15V ) ’ 360 s
dec i B Upr = v g
Verzggerg.ngszelt PETHL DD 5 700 ns
) . Upp = 10V 350 : ns
UDD = 15 V 250 - ns
Verzdgerungszeit - o U s 5V 800 . ng
Eerne pEILH | DD ~
UDD = 10 V 350 ns
Upp = 15V 300 ns
Verzdgerungszeit toermge | Upp = 2V 00 &
ogering pTTHL| DD ’ o
. Upp = 10V 250 - ng
‘ Upp = 15V 170 ns
Verzgerungszeit T e U = 5V 300 ns
pTLH] DD
IT —= © oy, =10V , 150 us
UDD = 15 V 100 ns
%etzﬁ;ltLE tSILE UDD = 5V 150 ns
n UDD = 10V 70 ns
UDD = 15 V 40 ‘ né
¥a1ti;ei£E Sgppg | Upp =5 Vs 10 V5 15V 0 ‘ ns
n ;
L-Tmpulsbreite 1LE S1gL, Upp = 2 Y - 400 ‘ns
’UDD = 10 V 160 ' ns
UDD = 15 V ‘ 100 ' ns
Ly : <L
o ____@_ QU PR
00 5597
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Bild 5: Impulsdiegraemm V 4093 D, V 40088 D
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Bild 6: Impulsdiegramm V 4050 D -

. Yoo
?En, [gloo/o
" Usg .
Ei&l PLZ
Ausgeng L == hochohmig z P .
Uss Al6 Upp
U
husgang H =% hochohmig ~,,~
U
2 e PHZ
Ausgeng hochohmig —=» L g%&
Uss
Uop
huggeng hochohmig —» H
oo
2
Bild 7« Impulsdiagramm V 40098 D
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Bild 8¢ Impulsdiegramm V 40511 D
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Bild 10: Geh#useabmessungen Baufprm 2

Dieses Detenblatt enthélt keine Aussage liber Liefermbglichkeiten und beinheltet keine
Verbindlichkeiten zur Produkiion. Die gilltigen Vertragsunteriagen beim Bezug der Bau-
elemente sind die Typenstandards. Rechtsverbindlich ist Jewells die Auftragsbest8tigung.

Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

‘Die Behandlungsvorschriften fir MOS-Bauelemente sind unbedingt einzuhalten, da andern=—
fallas-eine ‘Reklamation nicht enerkannt werden kenn.
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